(™ Silizium-npn-Planartransistor

SL114

Der HF-Leistungstransistor SL 114 ist ein Si-npn-Planartransistor in der
Bauform nach IEC 1—301 und IEC 2—201.

Einsatz vornehmlich in HF-Endstufen und als Schalttransistor fiir hohere
Batteriespannungen und Umgebungstemperaturen.

Statische Kennwerte (fir &, = 25 C — 5 grd)

Kollektorreststrom
|,:_gc| = 0,002 = 1 LLA. {h!i ch = 100 V)

Emitterraststrom
lgpo = 0,025 < 1 oA (bel Ugg = 4 V)

Restspannung

Ucesse = 0.8 = 1,5V (bei Ic = 100 mA, Ig = 8,33 mA)
Ucgeae = 3V (bei Ic = 400 mA, Iz = 33,3 mA)

Gleichstromverstirkung
B=>55>12 (bei Ugg =1V, I = 100 mA)

Dynamische Kennwerte (fir #, = 25 °C — 5 grd)

Ubergangsfrequenz
fr =40 MHz (bei Ugg =2V, lgc = 100 mA, I = 18 MHz)

Basisbahnwiderstand
I‘m,,I = M =" 451) (bel U'CE mbY, lg= SmA, fq = 50 HHI}

Kollektorkapazitat
Ce= T5= 90 pF (bei Ugg =6V, Igc = 0, fiq = 100 kHz)

Schaltzeitkenstantan
o _ 3 By | LS [hE| UC‘E=6v---UC‘E|u- I;;-ﬂ...iﬂlum.ﬁ..
7 =07<13us| Rg=1ki} R = 60L1)
Tr=01ps (bel Ugg =6V.. Ucgye Ic=0...100 mA,
Rg =1k}, R = 3L(})

Grenzwerte (i, = 25 C)

Ueg = 100 Y
UI:E =100 Y (bei Rgg = 0)
Ugg = 4V
||: = 400 mA
TC = T00 mA&
lg = 100 mA

grd f 6
R = 15 855 (bei 9, = 45°C)
o =180°C

B, = —40. . . 4+ 125°C

Bestellbezeichnung fir einen Transistor: Transistor SL 114
Anderungen vorbehalcen

wmark vergrofert

Abmessungen

Masse ca. 10 g

335



